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項目 記号 Min. Typ. Max. 単位 条件

受光径 D 80 µm

帯域幅 BW 1.0 2.0 - GHz
Pi=-10dBm, VR=5V

Small signal modulation

受光感度 R
0.8 - -

A/W
λ=1310nm, VR=5V

0.85 - - λ=1550nm, VR=5V

隣接クロストーク X - -35 - dB VR=5V

暗電流 ID - 80 - pA VR=5V

チップ容量 Cchip - 0.6 0.8 pF VR=5V, f=1MHz

特長
• 光結合に有利な大受光径
• 低暗電流
• 1310nm, C-Band, L-Band に対応
• 高信頼性

用途
• LD, LED パワーモニタ
• 近赤外センサ
• パワーメータ
• 光計測 / センシング用途

絶対最大定格

電気的・光学的特性 (指定の無い場合 Ta=25oC)

項目 記号 定格値 単位 備考

逆電圧 VR 20 V

最大光入力パワー Pimax 10 mW

順電流 IF 10 mA

動作温度 Topr -40 to +85 oC 結露なきこと

保存温度 Tstg -40 to +85 oC 結露なきこと



InGaAsフォトダイオードアレイ KPA4-2N/KPA8-2N

(1810/KPA4-2N,KPA8-2N) www.kyosemi.co.jp

Unit: mm
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 製品の仕様、特性、データ、仕様材料、構造などは変更する可能性があります。ご使用の際は、必ず最新の仕
様書をご用命のうえ内容をご確認ください。

 本製品はRoHS指令(2011/65/EU)適応品です。
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